АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 «Выращивание кристаллов»

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часов, из них – 54 аудиторных, 54 час – самостоятельная работа). 
Цель дисциплины:  


Учебная  дисциплина "Выращивание кристаллов" ставит своей целью изучение особенностей конкретных технологий и установок, оборудования для роста кристаллов, варки стекол, технологического оборудования для получения кристаллических и аморфных соединений и элементами работы на них. В задачу учебной дисциплины входит также ознакомление с основными принципами термодинамического и кристаллохимического методов исследования процессов кристаллизации и кристаллофизического изучения свойств монокристаллов.

Задачи дисциплины:

Основные задачи дисциплины – обучение магистрантов методам расчета и анализа оптических спектров примесных ионов в конденсированных средах, а также ознакомление с современным состоянием проблемы.
Для успешного овладения материалом курса необходимы знания из атомной физики, квантовой механики, теории симметрии, в том числе теории дискретных и непрерывных групп.
Место дисциплины в структуре ООП ВО

Курс «Выращивание кристаллов» читается на 1 и 2 курсе. Необходимыми предпосылками для успешного освоения курса является следующее.

В цикле общефизических дисциплин необходимыми предпосылками являются знание основ кристаллографии, кристаллохимии, кристаллофизики, квантовой электроники и физики конденсированного состояния.

В свою очередь, разделы «Выращивание кристаллов» составляют необходимую основу для успешного изучения физики конденсированного состояния вещества и сплошных сред, а также квантовой механики.

Требования к уровню освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5);

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1).

	№ п.п.
	Индекс компетенции
	Содержание компетенции (или её части)
	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны

	
	
	
	знать
	уметь
	владеть

	1.


	УК - 5


	
	основные законы, идеи и принципы, лежащие в основе получения конденсированных сред, их экспериментальное исследование и практическое использование 
	осмысливать и интерпретировать основные положения получения конденсированных сред, использовать полученные знания в различных областях физической науки и техники


	современными научными методами выращивания кристаллов 

	2.
	ОК-1
	
	основные законы, идеи и принципы, лежащие в основе получения конденсированных сред, их экспериментальное исследование и практическое использование
	осмысливать и интерпретировать основные положения получения конденсированных сред, использовать полученные знания в различных областях физической науки и техники


	приобрести навыки применения полученных теоретических знаний для решения прикладных задач 


Основные разделы дисциплины: 

	№ раздела
	Наименование разделов
	Количество часов

	
	
	Всего
	Аудиторная

работа
	Самостоятельная работа

	
	
	
	Л
	ПЗ
	ЛР
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Введение в учение о фазовых равновесиях и рост кристаллов
	4
	2
	2
	
	4

	2. 
	Фазовые равновесия в двухкомпонентных системах
	8
	4
	4
	
	8

	3. 
	Рост кристаллов и синтез стекол и ситаллов
	20
	4
	4
	12
	20

	4. 
	Элементы современной кристаллохимии
	4
	2
	2
	
	4

	5. 
	Программный комплекс TOPOS
	14
	4
	4
	6
	14

	6. 
	Кристаллофизика и современная кристаллохимия
	4
	2
	2
	
	4

	
	Итого:
	54
	18
	18
	18
	54


Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен, экзамен
Основная литература:
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Дополнительная литература:
1. Markov I. Crystal growth for beginners: fundamentals of nucleation, crystal growth, and epitaxy. World Scientific Publishing Company. 2003.

2. Харрисон У. Электронная структура и свойства твердых тел. В 2т. Физика химических связей. М. Мир. 1983.
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Указанная основная литература имеется в библиотеке КубГУ в достаточном количестве.

